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川添・大津らが行った非金属を用いた近接場光学系の非共鳴条件下での一連の実験は，通常の

光学系で見られない様々な現象をもたらし，その原因はドレスト光子（DP）と考えられる．１件

前の発表で近接場入射条件かつ近接場観測条件かつ非共鳴条件下で電場の概念，及び，電場と誘

電率を用いた構成方程式が破綻することを述べたが，川添・大津の DP系はこの条件下にある．

電場を応答の原因とみなせないので，私どもが開発した電磁ポテンシャルを原因として扱う単一

感受率 [1]による記述が適する．この理論ではスカラーポテンシャル（SP）を２体のクーロン相互作

用に書き換えず，ベクトルポテンシャル（VP）と対等に応答の原因として扱う．また，Heisenberg

演算子としての線型・非線型応答関数を作用積分の SP・VPによる汎関数微分で導出し，電荷保存

則とゲージ不変性を保証する．線型応答関数の Heisenberg演算子として次を得る：
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ĵ(in0) µ(x), ĵ(in0)
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第１項が非共鳴項であり，VPのみを応答の原因とし，縦・横電場の応答の違い＝電場の概念の破

綻の原因である．交換子を含む第２項は時間積分によりエネルギー分母が現れ共鳴条件下で主要

となる．川添・大津らの非共鳴条件下の実験は第１項を強調する．特に双極子禁制条件下での量

子ドット系 [2][3]やフランク=コンドンの原理による非断熱遷移禁制条件下での光化学反応系 [4]

と間接遷移半導体の LED・レーザー系 [5]では共鳴項は０となり非共鳴項だけが応答に寄与する．

この非共鳴項の性質を調べるにあたり，電場の概念が破綻する先例としての超伝導体系と対応

づけることが有効に思われる．非共鳴項は超伝導の文脈では Londonの構成方程式であり，反磁性

電流を生みMeissner効果をもたらす．実際，印加される静磁場（クーロンゲージ下での時間に依

存しないVP）は BCS状態からの２電子状態励起（超伝導ギャップ）エネルギーに対して，究極の

非共鳴条件をみたし，さらに静磁場の波長は無限大ゆえ，究極の近接場入射条件，近接場観測条

件をも満たす．この類似をたよりに反磁性電流と DPの関係を調べていきたい．
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